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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成31年3月14日(2019.3.14)

【公開番号】特開2017-216423(P2017-216423A)
【公開日】平成29年12月7日(2017.12.7)
【年通号数】公開・登録公報2017-047
【出願番号】特願2016-111145(P2016-111145)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  33/16     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/10     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/301    (2006.01)
   Ｂ２３Ｋ  26/53     (2014.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/16     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   33/10     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/78     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/78     　　　Ｖ
   Ｂ２３Ｋ   26/53     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月30日(2019.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方側の第１主面、他方側の第２主面、ならびに、前記第１主面および前記第２主面を
それぞれ接続する第１側面、第２側面、第３側面および第４側面を有する基板と、
　前記基板の前記第１主面の上に形成され、光が生成される半導体層と、
　前記基板の前記第２主面の全域を被覆し、前記半導体層で生成された光を前記半導体層
に向けて反射させる光反射層と、
　前記基板において、前記第１側面、前記第２側面、前記第３側面および前記第４側面か
らそれぞれ露出し、かつ、前記半導体層を露出させるように前記第１主面から前記第２主
面側に間隔を空けて前記第１側面、前記第２側面、前記第３側面および前記第４側面にそ
れぞれ形成され、前記基板を構成する材料が変質することにより他の領域とは異なる物理
的特性とされた改質層と、を含む、半導体発光素子。
【請求項２】
　前記光反射層は、一様な材質で前記基板の前記第２主面を被覆している、請求項１に記
載の半導体発光素子。
【請求項３】
　前記改質層は、前記基板の厚さ方向に関して、前記光反射層に対向している、請求項１
または２に記載の半導体発光素子。
【請求項４】
　前記半導体層は、一様な材質で前記基板の前記第１主面の上に形成されている、請求項
１～３のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記半導体層は、前記基板の前記第１主面の全域を被覆している、請求項１～４のいず
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れか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記半導体層は、前記基板の前記第１主面側からこの順に積層された第１導電型の第１
半導体層、発光層および第２導電型の第２半導体層を含む、請求項１～５のいずれか一項
に記載の半導体発光素子。
【請求項７】
　前記第１半導体層は、外部に露出した第１露出部を含み、
　前記第２半導体層は、外部に露出した第２露出部を含む、請求項６に記載の半導体発光
素子。
【請求項８】
　前記半導体層は、前記第１半導体層を露出させるように、前記第１半導体層の一部、前
記発光層および前記第２半導体層を選択的に切り欠いて形成されたメサ構造を含み、
　前記第１半導体層の前記第１露出部は、前記メサ構造外の領域に形成され、
　前記第２半導体層の前記第２露出部は、前記メサ構造に形成されている、請求項７に記
載の半導体発光素子。
【請求項９】
　前記第１半導体層の前記第１露出部の上に形成され、前記第１半導体層に電気的に接続
された第１コンタクト電極をさらに含む、請求項７または８に記載の半導体発光素子。
【請求項１０】
　前記第１コンタクト電極は、前記第１露出部の周縁から前記第１露出部の内方に間隔を
空けて形成されている、請求項９に記載の半導体発光素子。
【請求項１１】
　前記第１コンタクト電極の上に形成され、前記第１コンタクト電極に電気的に接続され
た第１外部端子をさらに含む、請求項９または１０に記載の半導体発光素子。
【請求項１２】
　前記第１外部端子は、平面視において前記第１コンタクト電極の周縁に取り囲まれた領
域内に形成されている、請求項１１に記載の半導体発光素子。
【請求項１３】
　前記第２半導体層の前記第２露出部の上に形成され、前記第２半導体層に電気的に接続
された第２コンタクト電極をさらに含む、請求項６～１２のいずれか一項に記載の半導体
発光素子。
【請求項１４】
　前記第２コンタクト電極は、平面視において前記第２露出部の周縁から前記第２露出部
の内方に間隔を空けて前記第２半導体層の上に形成されている、請求項１３に記載の半導
体発光素子。
【請求項１５】
　前記第２コンタクト電極の上に形成され、前記第２コンタクト電極に電気的に接続され
た第２外部端子をさらに含む、請求項１３または１４に記載の半導体発光素子。
【請求項１６】
　前記第２外部端子は、平面視において前記第２コンタクト電極の周縁に取り囲まれた領
域内に形成されている、請求項１５に記載の半導体発光素子。
【請求項１７】
　前記改質層は、前記第１側面、前記第２側面、前記第３側面および前記第４側面に沿っ
て帯状に形成されている、請求項１～１６のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１８】
　前記改質層は、前記基板の前記第１主面と平行な方向に延びている、請求項１～１７の
いずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１９】
　前記改質層は、前記基板の前記第１主面側に形成された第１改質層、および、前記第１
改質層から間隔を空けて前記基板の前記第２主面側に形成された第２改質層を含む、請求
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項１～１８のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項２０】
　前記改質層は、前記基板の前記第１主面側に形成された第１改質層、および、前記第１
改質層に重なるように前記基板の前記第２主面側に形成された第２改質層を含む、請求項
１～１８のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項２１】
　前記改質層は、前記基板の前記第１主面側に形成された第１改質層、前記第１改質層か
ら間隔を空けて前記基板の前記第２主面側に形成された第２改質層、ならびに、前記第１
改質層および前記第２改質層の間に形成された中間改質層を含む、請求項１～１８のいず
れか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項２２】
　前記中間改質層は、前記基板の前記第１主面側において前記第１改質層と重なり、前記
基板の前記第２主面側において前記第２改質層と重なるように形成されている、請求項２
１に記載の半導体発光素子。
【請求項２３】
　前記改質層は、前記基板の前記第２主面から前記第１主面側に間隔を空けて形成されて
いる、請求項１～２２のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項２４】
　前記改質層は、前記基板の前記第２主面から露出している、請求項１～２２のいずれか
一項に記載の半導体発光素子。
【請求項２５】
　前記改質層は、前記光反射層に接している、請求項２４に記載の半導体発光素子。
【請求項２６】
　前記改質層は、前記基板の角部まで延びている、請求項１～２５のいずれか一項に記載
の半導体発光素子。
【請求項２７】
　前記改質層は、前記基板の前記角部から露出している、請求項２６に記載の半導体発光
素子。
【請求項２８】
　前記改質層は、前記半導体層の全域を露出させている、請求項１～２７のいずれか一項
に記載の半導体発光素子。
【請求項２９】
　前記光反射層は、金属膜を含む、請求項１～２８のいずれか一項に記載の半導体発光素
子。
【請求項３０】
　前記光反射層は、絶縁層を含む、請求項１～２９のいずれか一項に記載の半導体発光素
子。
【請求項３１】
　前記絶縁層は、屈折率の異なる複数の絶縁膜が積層された積層構造を有している、請求
項３０に記載の半導体発光素子。
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